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요약

본 발명은 유기 전계 발광 표시 장치의 제조 방법에 관한 것이다.

본 발명은 제 1 마스크를 이용하여 절연 기판 상에 활성층을 형성하는 단계와; 상기 활성층이 형성된 절연 기판 상에 

게이트 절연막을 형성하는 단계와; 상기 게이트 절연막 상에 하부 전극 물질과 게이트 금속막을 연속하여 증착하는 

단계와; 제 2 마스크를 이용하여 상기 하부 전극 물질과 게이트 금속막을 식각하여 하부 전극 물질과 게이트 금속막

으로 된 게이트 전극과 그의 상부에 게이트 금속막이 남아 있는 하부 전극을 동시에 형성하는 단계와; 상기 게이트 전

극을 마스크로 사용하여 상기 활성층에 소오스 영역과 드레인 영역을 형성하는 단계와; 상기 절연 기판 상에 층간 절

연막을 형성하는 단계와; 제 3 마스크를 이용하여 상기 층간 절연막을 식각하여 소오스 영역과 드레인 영역의 일부를

노출시키는 콘택 홀을 형성함과 동시에 상기 하부 전극 상의 게이트 금속막을 노출시키는 하는 단계와; 상기 절연 기

판 상에 소오스/드레인 전극 물질을 형성하는 단계와; 제 4 마스크를 이용하여 상기 소오스/드레인 전극 물질을 식각

하여 소오스/드레인 전극을 형성함과 동시에 상기 노출된 게이트 금속막을 제거하는 단계와; 상기 절연 기판 전면에 

걸쳐 보호막을 형성하는 단계와; 제 5 마스크를 이용하여 상기 보호막을 식각하여 화소부의 하부 전극을 노출시키는 

개구부를 형성하는 단계;를 포함하는 유기 전계 발광 표시 장치의 제조 방법을 제공하는 것을 특징으로 한다.

대표도

도 2e

색인어

OELD,

명세서

도면의 간단한 설명
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도 1은 종래의 액티브 매트릭스 유기 전계 발광 표시 장치의 제조 방법을 설명하기 위한 단면도

도 2a 내지 도 2e는 본 발명의 일 실시예에 따른 유기 전계 발광 표시 장치의 제조 방법을 설명하기 위한 각 공정을 

나타낸 단면도

(도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명)

300; 절연 기판 310; 활성층

311; 소오스 영역 313; 채널 영역

315; 드레인 영역 320; 게이트 절연막

330; 게이트 전극 331, 335; 하부 전극 금속막

341, 345; 게이트 금속막 350; 층간 절연막

351, 355; 콘택 홀 361; 소오스 전극

365; 드레인 전극 370; 포토 레지스트

367, 375; 개구부 380; 보호막

390; 발광층 400; 상부 전극

A; TFT부 B; 화소부

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 디스플레이 소자의 제조 방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 게이트와 화소 전극을 동시에 형성시킴으로

써 공정 스텝 수를 줄일 수 있는 유기 전계 발광 표시 장치의 제조 방법에 관한 것이다.

통상, 평판 표시 장치(Flat Panel Display) 중에서 유기 전계 발광 표시 장치(OELD : Organic Electro Luminescenc

e Display)는 자발광이며, 시야각이 넓고, 응답속도가 빠르고, 얇은 두께와 낮은 제작비용 및 높은 콘트라스트(Contr

ast) 등의 특성을 나타냄으로써 향후 차세대 평판 표시 장치로 주목받고 있다.

이와 같은 유기 전계 발광 표시 장치(OELD)는, 전자와 정공이 반도체 안에서 전자-정공 쌍을 만들거나 캐리어(Carri

er)들이 좀더 높은 에너지 상태로 여기된 후 다시 안정화 상태인 바닥 상태로 떨어지는 과정을 통해 빛이 발생하는 현

상을 이용한다.

그리고, 유기 전계 표시 장치는 구동 방식에 따라 PMOELD(Passive Matrix OELD) 및 AMOELD(Active Matrix OE

LD)로 구분된다.

이하 첨부된 도면을 참조하여, 종래 기술에 대하여 설명한다.

도 1은 종래의 액티브 매트릭스 유기 전계 발광 표시 장치(AMOLED)의 단면도를 나타낸다.

도 1을 참조하면, 절연 기판(100) 상에 완충층(110, buffer layer)을 형성한 다. 상기 완충층(110)의 상부에 비정질 

실리콘을 증착하고 결정화하여 폴리 실리콘막을 형성한다. 그런 다음, 상기 폴리 실리콘막을 제 1 마스크를 사용하여 

패터닝하여 활성층(120)을 형성한다. 그 후, 상기 절연 기판 전면에 걸쳐 상기 활성층의 상부에 게이트 절연막(130)
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을 증착한다.

상기 게이트 절연막(130) 상부에 게이트 메탈을 증착하고, 제2 마스크를 사용하여 패터닝하여 활성층(100)의 상부의

게이트 절연막(130) 상에 게이트 전극(140)을 형성한다. 그리고, 상기 게이트 전극(140)을 마스크로 사용하여 소정 

도전형의 불순물을 도핑하여 소오스 영역(121)과 드레인 영역(125)을 형성한다. 상기 소오스 영역(121)과 드레인 영

역(125)의 사이의 불순물이 도핑되지 않은 영역은 채널 영역(123)으로 작용한다.

상기 소오스 영역(121)과 드레인 영역(125)이 형성된 절연 기판(100) 전면에 걸쳐 산화막을 증착하여 층간 절연막(1

50)을 형성하고, 제 3 마스크를 사용하여 상기 층간 절연막(150)을 식각하여 소오스 영역(121)과 드레인 영역(125)

의 일부를 노출시키는 콘택 홀(151, 155)을 형성한다.

상기 콘택 홀(151, 155)을 포함한 층간 절연막(150) 상에 도전 물질을 증착한 후, 제 4 마스크를 사용하여 패터닝하

여 콘택 홀(151)을 통해 소오스 영역(121)에 연결되는 소오스 전극(161)과 콘택 홀(155)을 통해 드레인 영역(125)에

연결되는 드레인 전극(165)을 형성한다.

상기 소오스 전극(161)과 드레인 전극(165)이 형성된 절연 기판(100) 상에 보호막(170)을 증착하고, 제 5 마스크를 

사용하여 상기 보호막에 소오스 전극(161) 또는 드레인 전극(165) 중의 어느 하나, 예를 들어 드레인 전극(165)의 일

부분을 노출시키는 비아 홀(175)을 형성한다. 이는 후속 공정에서 형성될 하부 전극과 드레인 전극을 연결하기 위함

이다.

상기 비아 홀(175)을 포함한 보호막(170) 상에 하부 전극 물질로 사용되는 ITO를 증착한 후, 제 6 마스크를 사용하여

상기 ITO를 패터닝하여 비아 홀(175)을 통하여 드레인 전극(165)과 연결되는 하부 전극(180)을 형성한다.

상기 하부 전극(180)이 형성된 절연 기판(100)의 전면에 걸쳐 평탄화막(190)을 형성한 다음, 제 7 마스크를 사용하여

상기 하부 전극(180)을 노출시키는 개구부(195)를 형성한다.

마지막으로 상기 개구부(195) 내의 하부 전극(180)과 연결되는 발광층(200)을 형성한다. 그리고 상기 발광층(200)이

형성된 기판 전면에 걸쳐 도전성 물질을 증착하여 상부 전극(210)을 형성한다.

상기한 바와 같은 종래의 제조 방법은 7매의 마스크를 이용하므로 마스크 공정수가 많기 때문에, 제조 비용 상승 및 

공정 수율이 저하되는 문제점이 있었다. 또한, 소오스/드레인 전극 형성 후, ITO로 형성된 하부 전극을 패터닝할 때 

소오스/드레인 전극이 손상되는 문제점이 있었다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명의 목적은 게이트와 화소 전극을 동시에 형성하여 공정을 단순화하고, 소오스/드레인 전극의 손상을 방지할 

수 있는 유기 전계 발광 표시 장치의 제조 방법을 제공하는데 있다.

발명의 구성 및 작용

상기한 본 발명의 목적을 달성하기 위하여 본 발명에 따른 유기 전계 발광 표시 장치의 제조 방법은, 제 1 마스크를 

이용하여 절연 기판 상에 활성층을 형성하는 단계와; 상기 활성층이 형성된 절연 기판 상에 게이트 절연막을 형성하

는 단계와; 제 2 마스크를 이용하여 상기 활성층 상부의 상기 게이트 절연막 상에 게이트 전극과 하부 전극을 동시에 

형성하는 단계와; 상기 게이트 전극을 마스크로 사용하여 상기 활성층에 소오스 영역과 드레인 영역을 형성하는 단계

와; 상기 절연 기판 상에 층간 절연막을 형성하는 단계와; 제 3 마스크를 이용하여 소오스 영역과 드레인 영역의 일부

를 노출시키는 콘택 홀을 형성하는 단계와; 상기 절연 기판 상에 제 4 마스크를 이용하여 소오스/드레인 전극을 형성

하는 단계와; 상기 소오스/드레인 전극이 형성된 절연 기판 상에 보호막을 형성하는 단계와; 제 5 마스크를 이용하여 

상기 보호막을 식각하여 화소부의 하부 전극을 노출시키는 개구부를 형성하는 단계;를 포함하는 유기 전계 발광 표시

장치의 제조 방법을 제공하는 것을 특징으로 한다.

본 발명의 실시예에 있어서, 상기 소오스/드레인 전극 형성 시, 소오스/드레인 전극 물질이 과도 식각되어 하부 구조 

상의 게이트 금속막이 함께 식각됨으로써, 하부 전극이 노출되도록 하는 것이 바람직하다. 또한, 상기 하부 전극 상의 

게이트 금속막은 일부 또는 모두 제거되어 소오스/드레인 전극 중 하나가 하부 전극과 상기 게이트 금속막을 통해 연

결되거나 또는 직접 연결하는 것이 바람직하다. 또한, 상기 게이트 금속막은 단일 또는 다중 금속의 사용이 가능하며, 

Mo, MoW, Cr, Al, Al 합금 등의 단층막 또는 이들의 조합으로 이루어진 다층막으로 형성된다.
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이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 실시예를 설명한다.

도 2a 내지 도 2e는 본 발명의 일 실시예에 따른 유기 전계 발광 표시 장치의 제조 방법을 설명하기 위한 단면도이다.

도 2a를 참조하면, 절연 기판(300)의 상부에 비정질 실리콘의 결정화에 의해 폴리 실리콘막을 형성하고, 제 1 마스크

를 사용하여 패터닝하여 TFT부(A)에 활성층(310)을 형성한다. 도면상에는 도시되지 않았으나, 상기 절연 기판(300)

으로부터 활성층(310)으로의 불순물 침투를 방지하기 위한 버퍼층이 상가 절연 기판(300) 상에 형성될 수 있다. 그 

후, 상기 절연 기판(300) 전면에 걸쳐 활성층(310)의 상부에 게이트 절연막(320)을 형성한다.

이 때, 비정질 실리콘의 결정화는 통상의 SPC(Solid Phase Crystallization) 또는 ELA(Eximer Laser Annealing)등

의 결정화 방법을 통해 이루어질 수 있으며, 상기 게이트 절연막(320)은 통상 SiO 2 등으로 이루어진다.

도 2b를 참조하면, 상기 게이트 절연막(320)의 상부에 애노드 전극인 하부 전극 물질과 게이트 금속막을 연속 증착한

다. 그리고, 상기 하부 전극 물질과 게이트 금속막을 제 2 마스크를 사용하여 패터닝하여 상기 TFT부(A)에는 상기 활

성층(310)의 상부의 게이트 절연막(320) 상에 하부 전극 물질(331)과 게이트 금속막(341)의 이중막 구조를 갖는 게

이트 전극(330)을 형성한다. 이와 동시에 화소 부(B)에는 하부 전극(335)을 형성한다. 이 때, 하부 전극(335) 상에는 

게이트 금속막(345)이 남아 있다. 상기 하부 전극 물질은 ITO 또는 IZO의 투명 도전 물질이 사용된다. 상기 게이트 

금속막은 단일 또는 다중 금속의 사용이 가능하며, Mo, MoW, Cr, Al, Al 합금 등의 단층막 또는 이들의 조합으로 이

루어진 다층막으로 형성하는 것이 바람직하다.

상기 게이트 전극(330)과 하부 전극(335)을 하나의 마스크를 사용하여 동시에 형성하는 방법으로는, 포토 레지스트

를 마스크로 하여 상기 게이트 금속막을 식각한 후에 상기 포토 레지스트를 제거하지 않고 하부 전극 물질을 연속적

으로 식각하는 방법, 포토 레지스트를 마스크로 하여 상기 게이트 금속막을 식각한 후에 상기 포토 레지스트를 제거

하고 패터닝된 상기 게이트 금속막을 마스크로 사용하여 하부 전극 물질을 식각하여 게이트 전극을 형성하는 방법 등

이 있다. 또한, 게이트 전극과 하부 전극을 동시에 형성할 때에 사용하는 식각 방법으로는 습식 식각과 건식 식각을 혼

합하는 방법과 습식 식각 혹은 건식 식각만을 실시하는 방법 등이 있다.

그런 다음, 상기 활성층(310)에 상기 게이트 전극(330)을 마스크로 사용하여 소정 도전형을 갖는 불순물을 도핑하여 

소오스 영역(311)과 드레인 영역(315)을 형성한다. 소오스 영역(311)과 드레인 영역(315)의 사이의 불순물이 도핑되

지 않은 영역은 채널 영역(313)으로 작용한다.

도 2c를 참조하면, 상기 절연 기판(300) 전면에 걸쳐 SiO 2 의 단일막  또는 SiN x /SiO 2 의 이중막으로 이루어지는

층간 절연막(350)을 형성한다. 상기 층간 절연막(350)을 제 3 마스크를 사용하여 식각하여 소오스 영역(311)과 드레

인 영역(315)의 일부를 노출시키는 콘택 홀(351, 355)을 형성하며, 이와 동시에 화소부(B)의 하부 전극(335)상의 게

이트 금속막(345)을 노출시켜 준다. 이 때, 상기 층간 절연막(350)의 두께는 2000~10000Å의 두께로 하는 것이 바

람직하다. 이는 후속 공정의 소오스/드레인 전극의 형성을 위한 도전 물질의 식각시, 과도 식각에 의해 층간 절연막(3

50)이 식각되어 단락 불량이 발생하는 것을 방지하기 위함이다.

도 2d를 참조하면, 상기 절연 기판(300) 전면에 걸쳐 도전 물질을 증착하고, 그 위에 포토 레지스트(370)를 도포한 다

음, 상기 제 4 마스크를 이용하여, 상기 포토 레지스트(370)를 패터닝한다. 상기 패터닝된 포토 레지스트(370)를 이용

하여 상기 도전 물질을 식각하여, 콘택 홀(351)을 통해 소오스 영역(311)과 연결되는 소오스 전극(361)과 콘택 홀(35

5)을 통해 드레인 영역(315)과 연결됨과 동시에 하부 전극(335)에 연결되는 드레인 전극(365)을 형성한다.

이 때, 상기 도전 물질을 과도 식각하여 화소부(B)의 하부 전극(335) 상의 노출된 게이트 금속막(345)을 식각하여 하

부 전극(335)을 노출시키는 개구부(367)를 형성한다.

본 발명의 실시예에서는 도 2c에서, 화소부(B)의 층간 절연막(350)의 식각시 그 하부의 게이트 금속막(345) 일부만 

노출되도록 식각하여 도 2d에서와 같이 드레인 전극(365)이 게이트 금속막(345)을 통해 하부 전극(335)에 연결되도

록 하였으 나, 화소부(B)의 하부 전극(335) 상의 게이트 금속막(345)을 모두 제거하여 드레인 전극(365)이 직접 하부

전극(335)과 연결되도록 형성할 수도 있다.

도 2e를 참조하면, 상기 소오스 전극(361)과 드레인 전극(365)이 형성된 절연 기판(300) 전면에 걸쳐 아크릴(Acryl)

을 보호막(380)으로 증착한다. 그리고 제 5 마스크를 사용하여 화소부(B)의 보호막(380)을 식각하여 하부 전극(335)

을 노출시키는 개구부(385)를 형성한다.

다음으로 상기 개구부(385) 내의 하부 전극(335) 상에 발광층(390)을 형성한 다음 상기 절연 기판(300) 전면에 캐소

드 전극으로서 상부 전극(400)을 형성함으로써 유기 전계 발광 표시 장치를 제조한다.



공개특허 10-2004-0037889

- 5 -

발명의 효과

상기한 바와 같이 본 발명에 따르면, 마스크 수를 줄임으로써 발광 디스플레이 제조 공정의 공정 수 및 공정 진행 시

간이 단축되어 공정 생산성이 향상되며, 하부 ITO에 의한 게이트 리던던시(Redundancy) 효과를 얻을 수 있다. 또한, 

선 공정 ITO 패턴에 의한 게이트 및 데이터 배선 단락을 줄임으로써 공정 수율 향상되며, ITO와 하부 절연 기판 사이

에 층간 절연막이 없으므로 투과율 향상된다.

상기에서는 본 발명의 바람직한 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청

구 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 

수 있음을 이해할 수 있을 것이다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
제 1 마스크를 이용하여 절연 기판 상에 활성층을 형성하는 단계와;

상기 활성층이 형성된 절연 기판 상에 게이트 절연막을 형성하는 단계와;

상기 게이트 절연막 상에 하부 전극 물질과 게이트 금속막을 연속하여 증착하는 단계와;

제 2 마스크를 이용하여 상기 하부 전극 물질과 게이트 금속막을 식각하여 하부 전극 물질과 게이트 금속막으로 된 

게이트 전극과 그의 상부에 게이트 금속막이 남아 있는 하부 전극을 동시에 형성하는 단계와;

상기 게이트 전극을 마스크로 사용하여 상기 활성층에 소오스 영역과 드레인 영역을 형성하는 단계와;

상기 절연 기판 상에 층간 절연막을 형성하는 단계와;

제 3 마스크를 이용하여 상기 층간 절연막을 식각하여 소오스 영역과 드레인 영역의 일부를 노출시키는 콘택 홀을 형

성함과 동시에 상기 하부 전극 상의 게이트 금속막을 노출시키는 하는 단계와;

상기 절연 기판 상에 소오스/드레인 전극 물질을 형성하는 단계와;

제 4 마스크를 이용하여 상기 소오스/드레인 전극 물질을 식각하여 소오스/드레인 전극을 형성함과 동시에 상기 노출

된 게이트 금속막을 제거하는 단계와;

상기 절연 기판 전면에 걸쳐 보호막을 형성하는 단계와;

제 5 마스크를 이용하여 상기 보호막을 식각하여 화소부의 하부 전극을 노출 시키는 개구부를 형성하는 단계;를 포함

하는 것을 특징으로 하는 유기 전계 발광 표시 장치의 제조 방법.

청구항 2.
제 1항에 있어서,

상기 소오스/드레인 전극 형성 시, 소오스/드레인 전극 물질이 과도 식각되어 하부 구조 상의 게이트 금속막이 함께 

식각됨으로써, 하부 전극이 노출되는 것을 특징으로 하는 유기 전계 발광 표시 장치의 제조 방법.

청구항 3.
제 1항에 있어서,

상기 하부 전극 상의 게이트 금속막은 일부 또는 모두 제거되어 소오스/드레인 전극 중 하나가 하부 전극과 상기 게이

트 금속막을 통해 연결되거나 또는 직접 연결되는 것을 특징으로 하는 유기 전계 발광 표시 장치의 제조 방법.

청구항 4.
제 1항에 있어서,

상기 게이트 금속막은 단일 또는 다중 금속의 사용이 가능하며, Mo, MoW, Cr, Al, Al 합금 등의 단층 또는 이들의 조
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합으로 이루어진 다층막으로 형성하는 것을 특징으로 하는 유기 전계 발광 표시 장치의 제조 방법.

도면

도면1

도면2a

도면2b
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도면2c

도면2d

도면2e
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本发明涉及有机电致发光显示装置的制造方法。本发明涉及下电极材料
和栅极金属膜，使用第一掩模在绝缘基板上形成有源层的步骤来蚀刻下
电极材料和栅极金属膜：在绝缘上形成栅极绝缘层的步骤其中形成有源
层的衬底：在栅极绝缘层和栅极金属膜上依次沉积下电极材料的步骤：
第二掩模。并且，使用在有源层和漏极区域中形成源极区域的步骤，通
过蚀刻源/漏极电极材料来去除暴露的栅极金属膜的步骤，栅极电极中的
栅极金属膜变为和在其上部同时形成底部电极剩余部分：栅电极用作掩
模：在绝缘基板上形成层间绝缘膜的步骤：在源极/漏极电极上形成源/漏
电极材料的步骤步骤：绝缘基板暴露底部电极上的栅极金属膜，形成接
触孔，暴露部分漏极区域和源区域，使用第三掩模完成第四掩模的蚀刻
层间绝缘膜：第四掩模和形成源极/漏电极有机电致发光显示装置的制造
方法，包括在绝缘基板正面上形成保护膜的步骤，以及形成使用第五掩
模蚀刻保护膜并露出像素的底部电极的开口部分的步骤。OELD，
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